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 暫定版 データシート 

BB502C 
バイアス回路内蔵MOS FET IC 
UHF高周波増幅 

特長 

 バイアス回路内蔵：使用部品コスト低減，PC基板面積縮小が可能。 
 電源電圧 5 Vに対応。 
 高利得特性です。 

PG = 22 dB typ. (f = 900 MHz) 
 低雑音特性です。 

NF = 1.6 dB typ. (f = 900 MHz) 
 静電破壊耐量大：サージ吸収用保護ダイオードを内蔵 

200V以上 (C = 200 pF, R = 0) 
 小型面実装外形； CMPAK-4 (SOT-343類似) 
 

外観図 
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【注】 1. マークは「BS–」です。 
 2. BB502Cは，ルネサス BBFETの個別型名です。 

 

絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 
項目 記号 定格値 単位 

ドレイン・ソース電圧 VDS 6 V 

ゲート 1・ソース電圧 VG1S +6 
0 

V 

ゲート 2・ソース電圧 VG2S +6 
0 

V 

ドレイン電流 ID 20 mA 

許容チャネル損失 Pch 100 mW 

チャネル温度 Tch 150 C 

保存温度 Tstg –55 ～ +150 C 
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電気的特性 

(Ta = 25°C) 
項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

ドレイン・ソース破壊電圧 V(BR)DSS 6 — — V ID = 200 A, VG1S = VG2S = 0 

ゲート 1・ソース破壊電圧 V(BR)G1SS +6 — — V IG1 = +10 A, VG2S = VDS = 0 

ゲート 2・ソース破壊電圧 V(BR)G2SS +6 — — V IG2 = +10 A, VG1S = VDS = 0 

ゲート 1遮断電流 IG1SS — — +100 nA VG1S = +5 V, VG2S = VDS = 0 

ゲート 2遮断電流 IG2SS — — +100 nA VG2S = +5 V, VG1S = VDS = 0 
ゲート 1・ソース遮断電圧 VG1S(off) 0.5 0.7 1.0 V VDS = 5 V, VG2S = 4 V, ID = 100 A 

ゲート 2・ソース遮断電圧 VG2S(off) 0.5 0.7 1.0 V VDS = 5 V, VG1S = 5 V, ID = 100 A 

ドレイン電流 ID(op) 8 11 14 mA VDS = 5 V, VG1 = 5 V 
VG2S = 4 V, RG = 180 k 

順伝達アドミタンス |yfs| 20 25 30 mS VDS = 5 V, VG1 = 5 V, VG2S =4 V 
RG = 180 k, f = 1 kHz 

入力容量 Ciss 1.4 1.7 2.0 pF 

出力容量 Coss 0.7 1.1 1.5 pF 
帰還容量 Crss — 0.02 0.05 pF 

VDS = 5 V, VG1 = 5 V 

VG2S =4 V, RG = 180 k 

f = 1 MHz 

電力利得 PG 17 22 — dB 

雑音指数 NF — 1.6 2.2 dB 

VDS = 5 V, VG1 = 5 V, VG2S =4 V,  
RG = 180 k, f = 900 MHz 
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主特性 

12

RG

A

ID

VG2 VG1

VAGC = 4  0.3 V VDS = 5 V

RG

VGG = 5 V

BBFET RFC

BBFET (ID(op),  |yfs|, Ciss, Coss, Crss, NF, PG)
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Sパラメータ 

(VDS = VG1 = 5 V, VG2S = 4 V, RG = 180 k, Zo = 50 ) 

S11 S21 S12 S22 
f (MHz) 

MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. 

50 0.994 –2.8 2.52 176.2 0.00072 88.6 0.995 –2.2 

100 0.994 –5.7 2.51 172.4 0.00161 80.9 0.998 –4.0 

150 0.991 –9.2 2.50 168.1 0.00230 86.6 0.997 –6.2 

200 0.985 –12.5 2.47 164.1 0.00297 78.0 0.996 –8.2 

250 0.985 –15.5 2.46 160.0 0.00374 78.9 0.994 –10.2 

300 0.975 –18.7 2.43 156.4 0.00436 80.6 0.992 –12.2 

350 0.969 –22.0 2.40 152.3 0.00507 70.9 0.990 –14.2 

400 0.962 –24.9 2.38 148.6 0.00557 77.3 0.989 –16.3 

450 0.954 –27.7 2.35 144.6 0.00625 72.4 0.987 –18.5 

500 0.945 –30.8 2.31 141.0 0.00663 70.0 0.984 –20.4 

550 0.935 –33.8 2.28 136.7 0.00721 70.5 0.981 –22.4 

600 0.925 –36.6 2.25 133.4 0.00747 68.4 0.978 –24.3 

650 0.918 –39.5 2.21 130.3 0.00761 65.6 0.975 –26.4 

700 0.909 –42.5 2.18 126.1 0.00807 65.6 0.972 –28.3 

750 0.898 –45.0 2.14 122.9 0.00828 67.6 0.969 –30.2 

800 0.887 –47.8 2.09 119.5 0.00801 65.1 0.965 –32.2 

850 0.874 –50.6 2.07 116.0 0.00815 63.6 0.961 –34.2 

900 0.862 –53.0 2.03 112.7 0.00832 65.1 0.958 –36.1 

950 0.855 –55.5 1.99 109.4 0.00738 61.8 0.954 –37.9 

1000 0.845 –58.1 1.95 108.1 0.00802 65.8 0.951 –39.8 

 



BB502C 暫定版 

R07DS0283JJ0600  Rev.6.00  Page 10 of 10 
2011.03.28  

外形寸法図 
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CMPAK-4

 
 

発注情報 

発注型名 梱包数量 梱包形態 

BB502CBS-TL-E 
BB502CBS-TL-H 

3000個 178 mm リール, 8 mm エンボステーピング 

【注】 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。 
ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。 
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